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Структура навчальної програми дисципліни

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В основу робочої програми з курсу Фізичних основ сучасних інформаційних технологій покладені СТВНЗ  8.05010102 ОПП-2014, додатак В.
1. Головні цілі і задачі.

1.1. Цілі викладання курсу ФОСІТ.
Дана програма відображає сучасний стан розвитку фізики і квантової механіки та їх застосування, у матеріалознавстві фізики напівпровідників. Курс фізики, будучи фундаментальною базою технічної освіти, має особливу значимість для підготовки інженерів широкого профілю. Він орієнтує студентів у неухильно зростаючім потоці науково-технічної інформації, який притаманний сучасній науково-технічній революції, готує студентів до засвоєння загальнотехнічних та спеціальних дисциплін і виробляє навички, які допомагають у подальшому вирішувати інженерні задачі з використанням фізичних ідей і методів не тільки у традиційних, але і у сучасних областях інформаційної техніки та промисловості, в котрих вони спеціалізуються. Таким чином метою курсу  є забезпечення майбутніх інженерів базою експериментальної та теоретичної підготовки - фундаментальної фізико-математичної основи, яка необхідна їм не тільки для засвоєння й використання сучасної інформаційної техніки, але і для створення нової.

1.2. Задачі вивчення курсу
1.2.1. Забезпечити набуття студентами міцних та глибоких знань про основні  явища фізики напівпровідників та оптики низьковимірних структур.

1.2.2. В процесі вивчення конкретного матеріалу курсу, на основі глибокого засвоєння уявлень про сучасну фізичну картину світу, формувати у студентів науковий світогляд. 


1.2.3. Формувати правильне розуміння найважливіших методів експериментального і теоретичного дослідження, в тому числі методів побудови, вивчення і аналізу математичних моделей реальних об(єктів і процесів.
На цій основі студенти повинні оволодіти засобами і методами вирішення конкретних задач з різних областей фізики.

1.2.4. Шляхом підвищення ролі самостійної роботи студентів при вивченні курсу розвивати у них творчі здібності, прагнення до постійного збагачення знань (визначено у робочій програмі літерами «С.Р.» ). 


1.2.5. Добиватися засвоєння студентами важливіших положень теорії розмірностей і побудови системи одиниць фізичних величин та їх визначень у відповідності з ДСТ «Одиниці фізичних величин».

1.3. Успіхи студентів у вивченні курсу в значній мірі визначаються їх зацікавленістю, що стимулюється її значенням у підготовці спеціалістів, а відповідно, тісним зв(язком курсу  із завданнями підготовки магістрів.

1.4. Перелічені задачі можуть бути ефективно вирішені лише при послідовному, цілісному вивченні і використанні блочно-модульного принципу побудови курсу і рейтингового контролю поточної успішності і методики проблемного навчання.

В курсі повинні знайти відображення основні етапи складного історичного розвитку інформаційнох технологій.

1.5. Загальний обсяг годин на вивчення дисциплін та їх розподіл на аудиторні заняття і самостійну роботу студентів. Розподіл на аудиторні заняття та самостійну роботу студентів: передбачається 90 годин на весь курс, з них аудиторних – 32, самостійна робота – 58 годин, в яку входить РГЗ.
2. ЗМІСТ
   Фізика   напівпровідників та напівпровідникові прилади.  3  к р е д и т а.

 Тема  1.  Основи квантової механіки. Зонна теорія твердих тіл.
Основи квантової механіки. Будова атома. Квантові числа. Розподіл електронів по енергетичним рівням. Принцип Паулі. Випромінювання та поглинання світла.
 Періодична система елементів. Елементи напівпровідників. 
Зонна теорія твердих тіл. Провідники. Напівпровідники. Діелектрики.
Тема  2.  Власні та леговані  напівпровідники Р – n – перехід.
Власні напівпровідники. Розподіл електронів по єнергетичним рівням власного напівпровідника. Функція Фермі-Дірака. Рівень Фермі. Власна провідність напівпровідників. Донорні та акцепторні напівпровідники. Р – n – перехід. Прямий та зворотній струми. ВАХ діода. Способи отримання р – n – переходу. Дифузійний. Епітаксіальний. Імплантаційний.
Тема  3.  Контактні явища в напівпровідниках.
Контакт метала з напівпрвідником. Контактна різниця потенціалів. Бар’єр Шотткі.

Діоди Шотткі. Випрямлення на контакті напівпровідника з металом.

Тема  4.   Діоди швидкої дії.
Імпульсні та високочастотні властивості діодів. Тунельні діоди. Лавинно-пролітні діоди.  Обернені діоди. Стабілітрони.
Тема  5.   Оптичні явища в напівпровідниках.
Оптичні явища в напівпровідниках. Випромінювання та поглинання світла. Час життя 

надлишкових носіїв. Фотопровідність напівпровідників. Фотогальванічний ефект. 
Вентильний фотоефект. Фотодіоди. Світлодіоди. Напівпровідникові лазери. Сонячні батареї.  Сонячні елементи на р – n – переході.Сонячні елементи з гетеропереходами.
Тема  6.    Біполярні транзістори.
Біполярні транзістори. Способи з’єднаня з сумісною базою та сумісним емітером. Параметри та вихідні характеристики транзисторів.
Тема  7.   Польові транзістори.
Польові транзістори. Основні характеристики приборів. Високочастотні характеристики.

МДП та МОП структури. Прилади з зарядлвим зв’язком.

Тема  8.    Оптоелектронні напівпровідникові прилади. 
Оптоелектронні напівпровідникові прилади. Фототранзистори.

Волокнистий світлодіод. Волоконно-оптичні лінії зв’язку.
Тема  9.    Запям’ятовувальні пристрої.
Запям’ятовувальні пристрої. Оптичні запам’ятовувальні пристрої. Дисплеї та індикатори.

Інтегральні мікросхеми, процесори та  інші прилади.

Види запям’ятовувальних пристроїв. Види дисплеїв та індикаторів.
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